TRANZYSTORY p-n-p
O ADP670, ADP671 i ADP672

Tranzystory germanowe stopowe duzej mocy malej cze-
stotliwo$ci. Sg przeznaczone do stosowania we wzmacnia-
czach akustycznych i przetwornicach. Do ukladéw prze-
ciwsobnych tranzystory sg dobierane parami.
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Tranzystor w obudowie metalowej TO3(CE20).
Kolektor jest polgczony elektrycznie z obudows.

DANE TECHNICZNE

WartoSci dopuszezalne parametrow eksploatacyjnych

ADP670 ADP671 ADP672

Typ
Napiecie kolektor-

-baza ~Ucs 20 30 60 v
Napigcie kolektor-

-emiter ‘ —Ucss 20 30 60 \'4
Napiecie emiter-baza —Uggy 10 10 10 v
Prad kolektora —1Ic 15 15 . 15 A
Prad szczytowy ko-

lektora —Icm 3 3 3 A
Prad szczytowy bazy —Igu 05 05 0,5 A
Prad emitera —Ig 16 186 1,6 A
Prad szczytowy emi-

tera —Igm 33 .33 3,3 A

Temperatura zlgcza t; 348 K (75°C)

Zakres temperatury
skladowania tetg

Moc strat kolektora
Przy tease = 298K
(25°C) P¢ 10 10 10 w

248...328 K (— 25...4-55°C)
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- exia

SWW 1156-231

Parametry termiczne

) Rezystancja termiczna

K/wW
K/wW

zlgcze-otoczenie
zlacze-obudowa

Ringg—ay 33 33 33
Ringg—o) 5 5 5

TRANZYSTOR ADP670

Parametry statyczne
przy tamps = 298K
(+25°C) min. typ.

Wspb6lezynnik
wzmochienia pra-
dowego
przy —Ic=03A,
—Ue=6V
przy —Ic =3 A,
'_UCE =1V

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucs =12V —Icmo — 20 100 pA
przy —Ucg =12V,
tamb = 343 K (70°C) —Icmo — 0,7 2,5 mA

Prad zerowy emitera
przy —Ugg =6V

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =500 pA,
I E= 0

Napiecie przebicia

" Kkolektor-emiter
przy —Ic =500 pA,
Rpeg =0

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ig =100 pA,
—Ic=0

maks.

hmz 30 —_— 200 —_

hete 10 — —_ —_

—IEBO —— 15 50 IJ.A

—Uwprcse 30 — — v

—Uprces 30 — —_ v

—U(pmess 10 — — v
Parametry dynamiczne

przy tems = 298 K

(25°C) min. typ.
Czestotliwo§é gra-

niczna

przy —Ucg =6 V,

—Ic=03A fr 100
Stosunek wspbélezyn-
nikéw wzmocnie-
nia prgdowego do-

branych par*
przy —Uce =6V,
—Ic=03A

180 — kHz

ha1E (1) _ 13

hi]E (2

przy —Uce =1V, ,

~Ic=3A HEM - - 13 -
hate (9

* Tranzystory dobiera si¢ w pary na zyczenie odblorcy okreflo-
ne w zaméwieniu.
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TRANZYSTOR ADP671
Parametry statyczne

przy tamps = 298K
(25°C)
Wspbtezynnik
wzmocnienia pra-
dowego
przy —Ic=03A,
~Uecg =6V
przy —Ic =3 A,
- ch =1V
Prad zerowy kolek-
tora '
przy — Ucs =12V —Icpy
przy —Ucs =12V,
tamb = 343 K (70°C) —Icpo
Prad zerowy emitera
przy —Ugp =6V
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =500 uA,
IE =0
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic =500 A,
RBE =0
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ig = 100 pA,
—Ic =@

h21E

heig

~Igpp

—Usrycao

—U(r)cEs

—Ur)EBO

Parametry dynamiczne

przy tams = 298K

(25°C)

Czestotliwosé gra-
niczna
przy —Ucs =6V,
=Ie=0,3A fr

Stosunek wsp6tezyn-
nikéw wzmocnienia

pradowego*

przy —Ucg =6V, 4

Cl.=03A haz o)
hotE @)

przy —ch =1 V, h

~Ic=3A feE
hoiE @

TRANZYSTOR ADP672

Parametiry statyczne

przy tamp = 298K
(25°C)
Wspbtczynnik
wzmocnienia prg-
dowego
przy —Ic=103A,
—~Ucg =6V
przy —Ic=3A,
—Ucg = 1V
Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucs =12V —Icr
przy —Ucs =12V,
tamp = 343 K (70°C) —Icno

haie

h21£

min,

30

10

20

20

10

min.

100

min,

30

10

typ.

20
0,7

15

typ.

180

typ.

20

0,7

maks.

200

100
2,5

50

maks.

1,3

13

makls.

200

100

2,5

nA
mA

uA

kHz

pA

mA

Prad zerowy emitera
przy —Ugg =6V

Napiecie przebicia
kolektor—baza
przy —Ic =500 pA,

I ET

Napiecie przebicia
kolektor—emiter
przy —Ic = 500 uA,
RBE =0

Napigcie przebicia
emiter—baza
przy —Ig =100 pA,
—I c= 0

—Igmo

_U(ER)CBO

—UBrices

~—Usr)EB0

Parametry dynamiczne

przy tamo = 298 K
(25°C)
Czestotliwo$§é gra-
niczna
przy —Ucg =6V,
=Ic=103 A fr
Stosunek wspbtezyn-
nikéw wzmocnieniz
pradowego dobra-

nych par*

przy —Uce =6V, ,

—Ic _ 0’3 A 2UF (1)
Lhan @

przy —Uce =1V, 4

~Ic=3A HE@
hstE (@)
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60 —_— — v

60 — —_ v

maks.

100 180 —_ kHz

—- - 13 —

» Tranzystory dobiera si¢ w pary na 2yczenie odbiorey okreslo-

ne w zaméwieniu.

Zalezno§é temperaturowa mocy strat Pc =1 (t)
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Zalezno$é napiecia kolektor-emiter od rezystancji Charakterystyka wyjsciowa Ic = f(Ucg); Is — pa-
emiter-baza Ucgr = f (RBE) rametr
I ADPE70 I,| ADP670
[A] ADPET1 - 4] ADP671 t
1 A0 ADPETZ | =25 °C
! -60mA tamb =25 : — amb 600mvY
|
-12 _50mA ~-12
r"—,lr—
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1 —qmA —1 500m
//
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4 400mVy
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20 mA
- 0!4 ~04
[ ' 300my
,
_ / |
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0 ~2 —4  —6 —8 UglV] 0 =02 04 —06 —08 UglV
Charakterystyka wyjsciowa Ic = f(Ucg); Is — pa- Chérakterystyka wyjsciowa Ic=f(Ucr); Use —
rametr parametr
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Charakterystyka wejSciowa Ip = f(Upg); Uce —
parametr '
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Zalezno§é temperaturowa pradu zerowégo Icpo =
= f (tamb)
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Charakterystyka przejéciowa Ic = f (Is)
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Zalezno§é statycznego wspblezynnika wzmocnienia
pradowego znormalizowanego od pradu kolektora
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